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(54) 유기전계발광표시소자의 제조방법

요약

본 발명은 유기전계발광표시소자의 제조방법에 관한 것으로, 액티브 층과 게이트 전극을 차례로 형성한 다음, 유기전계발

광소자의 제 1 전극을 소스 및 드레인 전극보다 먼저 형성하고, 상기 제 1 전극을 형성하기 위해 사용된 제 1 포토레지스트

패턴을 스트립 하지 않고 남긴 채, 소스 및 드레인 영역을 노출시키는 제 2 포토레지스트 패턴을 형성하고 상기 제 1 및 제

2 포토레지스트 패턴을 동시에 스트립 함으로서 유기전계발광표시소자의 제조공정을 단축한다.

대표도

도 5d

색인어

유기전계발광표시소자, 제조공정

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 유기전계발광소자의 구조를 나타내는 개념도.

도 2는 일반적인 유기전계발광소자의 단위 화소의 회로도.

도 3은 일반적인 유기전계발광소자의 구조를 나타내는 단면도.

도 4는 본 발명의 유기전계발광표시소자의 단면도.
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도 5a~5g는 본 발명의 유기전계발광표시소자의 제조공정을 나타내는 수순도.

*********** 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 ************

400: 기판 401: 버퍼층

402: 액티브 층 402a,402b: 드레인 영역, 소스 영역

403: 커패시터의 제 1 전극 404: 제 1 절연 층

405: 게이트 전극 406: 커패시터의 제 2 전극

407: 제 2 절연 층 408: 제 1 전극

409: 드레인 전극 410: 소스 전극

411: 제 3 절연 층 412: 유기발광층

413: 제 2 전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기전계발광표시소자(Organic Electro luminescence, 유기EL)의 제조방법에 관한 것으로, 특히 포토레지스

트 스트립 공정을 감소시킨 유기EL표시소자의 그 제조방법에 관한 것이다.

21세기는 정보화 사회가 될 것으로 예상되는데, 이에 따라 어디에서나 손쉽게 정보를 얻을 필요가 있기 때문에 멀티미디어

용 고성능 평판표시소자의 개발이 중요시되고 있다. 특히, 통신 및 컴퓨터에 관련하여 반도체와 표시장치의 소자개발에 관

련한 기술개발이 중요시되고 있고 있는데, 그 중 천연색표시소자로써 주목받는 한 소자가 유기EL이다.

유기EL표시장치는 구조에 따라 수동형유기발광소자(passive matrix organic light emitting device, PMOLED)과 능동형

유기발광소자(active matrix organic light emitting device, AMOLED)로 구분될 수 있는데, 대면적 및 고해상도의 표시

장치가 요구됨에 따라 AMOLED의 개발이 필수적이다.

전계발광소자(Electro Luminescence Display, ELD)란 형광성 유기화합물을 전기적으로 여기 시켜 발광시키는 자 발광

형 표시장치로, 낮은 구동전압에서 구동이 가능하며, 박형을 제작할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 광시야각, 응답속도 등

의 액정표시장치(LCD)에서의 문제점들을 해결할 수 있어 차세대 표시장치로 주목받고 있다.

이하 상기 유기전계발광소자의 동작원리를 살펴본다.

전원으로부터 공급받는 전자는 음극을 통해 전자수송 층의 도움으로 발광 층으로 이동하고, 반면 양극에서는 전공(hole)이

전공수송 층의 도움을 받아 발광 층으로 이동한다. 상기 전자와 전공이 유기물질인 발광 층에서 서로 결합하여 여기자

(exciton)를 형성하는데, 상기 여기자가 낮은 에너지상태로 떨어지면서 빛을 발한다.

상기 발생하는 빛은 유기물질이 무엇이냐에 따라 그 색깔이 달라질 수 있는데, 적, 녹, 청색의 빛을 내는 유기물질을 이용

하여 천연색을 구현할 수 있다.

상기 유기ELD의 구조를 살펴보면, 유기 ELD는 크게 싱글 레이어 (single-layer)와 멀티 레이어(multi-layer)로 나눌 수

있다. 싱글 레이어는 양전극과 음전극 사이에 유기층으로 하나의 발광 층이 형성된 구조이며, 멀티 레이어는 양전극과 음

전극 사이에 발광 층을 포함한 복수의 유기층이 형성되는 구조이다.
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유기ELD 중 커리어들이 직접 발광 층에 주입되지 않아 구동전압을 낮출 수 있는 멀티 레이어의 유기ELD가 널리 사용된

다.

이하도 1을 참조하여 멀티 레이어를 가지는 유기ELD의 구조를 살펴본다.

유기ELD은 두 개의 전극과 그 사이에 유기EL층이 형성된다. 상기 두 전극은 양전극(102)과 음전극(101)이며, 상기 두 전

극 사이에 유기EL층(110)이 구성된다.

상기 양전극(102)은 주로 IT0(Indium Tin Oxide)등의 투명전극으로 구성되며, 상기 음전극(101)은 알루미늄 등의 금속

박막으로 구성되어 발광 층에서 생성되는 빛이 한 방향으로 모일 수 있게 반사시켜 준다.

한편, 상기 양전극(102)을 통해서는 전공이 발광 층(104)으로 공급되고, 상기 음전극(101)을 통해서는 전자가 상기 발광

층(104)으로 공급된다.

상기 유기EL층(110)은 상기 발광 층(104)과 음전극(101)에 형성되는 전자수송 층(electron transfer layer)(103)과, 발

광 층(104)과 양전극(102) 사이에 형성되는 전공수송 층(hole transfer layer)(105)과, 발광 층(104)을 포함하여 구성된

다.

상기 유기EL층(110)은 투명한 유리 등의 기판(107) 상에 형성되는데, 기판상에는 매트릭스 배열을 하는 단위 화소가 형성

되고 각 단위 화소마다 상기 구조를 가지는 유기EL소자가 각각 형성되어 있다.

상기 멀티 레이어 유기ELD에서 상기 유기EL층은 더 많은 유기막 층으로 구성될 수 있으며 전자주입 층과 전공주입 층이

더 포함되어 구동전압을 낮출 수 있다.

이하도 2를 참조하여 상기 원리에 의해 구성되는 유기전계발광장치의 기본적 회로도를 살펴본다.

어레이 기판에는 M ×N개의 단위 화소가 정의되고 각 단위 화소는 매트릭스 배열을 한다.

각각의 단위 화소(210)는 스위칭 박막 트랜지스터(220), 구동 박막 트랜지스터(230), 커패시터(240)와, 상기 구동 박막 트

랜지스터(230)로부터 신호를 인가받는 유기발광소자(250)를 구비한다.

상기 스위칭 박막 트랜지스터(220)는 게이트 라인(212)을 통해 게이트에 주사신호가 입력되고 데이터 라인(214)을 통해

소오스에 데이터신호가 입력된다. 그리고 드레인 전극에 구동트랜지스터(230)의 게이트 전극이 연결된다.

또한, 구동 트랜지스터(230)는 소오스 전극이 제 1 전원 선(216)의 제 1 전원공급단자(Vdd)와 연결되고 드레인 전극이 상

기 유기발광소자(250)의 양극과 연결되며 상기 유기발광소자(250)의 음극은 제 2 전원공급단자(Vss)와 연결된다.

상기 유기발광소자(250)는 유기발광 층을 포함하는 적어도 하나 이상의 유기층을 구비한다.

도 3은 어레이 기판상에 실질적으로 형성되는 유기발광소자와 상기 유기발광소자에 신호를 인가하는 구동 박막 트랜지스

터의 구조를 나타내고 있다.

도 3을 참조하면, 유기전계발광소자는 박막 트랜지스터, 유기발광 층, 그리고 커패시터를 포함하고 있다.

도 3에는 하나의 박막 트랜지스터만 도시되었지만, 실질적으로 단위 화소마다 둘 또는 네 개의 박막 트랜지스터가 구성된

다.

박막 트랜지스터는 액티브 층(320) 및 소오스 / 드레인 전극(351/350)을 구비하며, 상기 게이트 전극(330)과 액티브 층

(320) 사이에는 이들 간의 절연을 위한 게이트 절연막(325)이 형성되어 있다. 또한, 상기 액티브 층(320)의 양쪽 가장자리

에는 고농도의 불순물이 도핑 된 소스 및 드레인 영역(323B,323A)이 형성되며, 이들은 모두 투명한 기판(300)에 형성된

버퍼 층(301)상에 형성된다. 상기 드레인 전극(350)과 소스전극(351)은 각각 액티브 층(320)의 드레인 영역(323A)과 소

스 영역(323B)에 연결된다.
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유기발광소자는 드레인 전극(350)과 접속되는 음전극(cathode, 360)과, 기판의 최상층에 형성되는 양전극(anode, 370),

그리고 상기 두 층 사이에 형성되는 유기발광 층(372)으로 구성되며, 상기 유기발광 층(372)은 복수의 유기 막으로 구성된

다. 상기 유기발광 층(372)이 멀티 레이어로 구성될 때, 상기 유기발광 층은 전자주입 층(electron injecting layer), 전자

수송 층(electron transporting layer), 유기발광 층, 전공주입 층(hole injecting layer) 및 전공수송 층(hole

transporting layer)으로 구성될 수 있다.

커패시터는 액티브 층(320) 형성시 함께 형성되는 하부전극(321)과 소스전극(351)에 접속되는 파워 라인(340)과, 상기

두 전극 사이에 형성되는 게이트 절연 층(325)에 의해 형성된다. 또한, 상기 양전극(370) 하부에는 절연 층들

(325,326,327) 및 패시베이션 막(328)이 더 형성된다. 상기 양전극(370)은 ITO등의 투명한 도전성 물질로 이루어진다.

그런데 상기 구조의 유기전계발광소자의 제조공정은 다수의 박막형성공정을 필요로 하며, 상기 박막형성공정은 통상 포토

공정을 통해 이루어진다.

특히, 상기 구조의 유기전계발광소자의 제조공정 중 소스/드레인전극, 상기 드레인전극과 연결되는 음전극의 형성공정을

살펴보면, 상기 공정은 소스 영역(323A) 및 드레인 영역(323B)을 노출시키기 위한 제 1 포토 공정과, 상기 소스(323A) 및

드레인 영역(323B)에 연결되는 소스(351) 및 드레인 전극(350)을 형성하기 위한 제 2 포토 공정과, 상기 드레인 전극

(350) 상부의 제 3 절연 층(327)을 제거하여 상기 드레인 전극을 노출시키는 제 3 포토 공정과, 상기 드레인 전극(350)과

연결되는 음전극(360)을 형성하는 제 4 포토 공정을 포함하여 이루어진다.

상기 제 1 포토공정은 포토레지스트(PR)를 도포하는 공정, 노광공정, 현상공정, 식각공정 및 PR스트립 공정으로 이루어지

고, 상기 제 2 포토공정은 금속박막증착 공정, PR도포공정, 노광공정, 현상공정, 식각공정 및 PR스트립공정으로 이루어지

며, 상기 제 3 포토공정은 PR도포공정, 노광공정, 현상공정, 식각공정 및 PR스트립공정으로 이루어지며, 상기 제 4 포토공

정은 PR도포공정, 노광공정, 현상공정, 식각공정 및 PR스트립공정을 포함하여 이루어진다.

특히, 상기 유기전계발광소자의 제조공정은 소스 및 드레인전극이 음전극보다 먼저 형성되어 상기 소스 및 드레인전극상

에 제 3절연층(327)을 형성하고 그 위에 상기 드레인전극과 연결되는 음전극을 형성하기 때문에 제 3절연층을 식각하는

포토공정을 한 번 더 해야하는 공정의 번거로움을 가진다.

포토 공정을 추가는 노광 공정 및 PR스트립 공정의 추가를 의미하며 상기 공정들의 추가는 표시소자의 생산성을 저하시키

는 문제를 야기한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러므로 본 발명은 표시소자, 특히 유기전계발광표시소자의 제조공정을 단축하는 방법을 제안하며, 본 발명의 제조공정

에 의해 유기전계발광소자의 생산성을 향상시키고자 한다. 또한, 본 발명은 포토 공정을 포함하는 표시소자의 제조공정에

서 포토레지스트의 스트립 공정을 줄임으로써 스트립 약액의 사용을 줄여 환경친화적인 표시소자 제조방법을 제공하는 것

을 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 이루기 위해 본 발명의 유기전계발광표시소자의 제조방법은 기판상에 액티브 층을 형성하는 단계; 상기 액티

브 층상에 제 1 절연 층을 형성하는 단계; 상기 제 1 절연 층상에 게이트 전극을 형성하는 단계; 상기 액티브 층상에 불순물

이온을 주입하여 소스 및 드레인 영역을 형성하는 단계; 상기 게이트 전극 상에 제 2 절연 층을 형성하는 단계; 상기 제 2

절연 층상에 제 1 전극 층을 형성하는 단계; 상기 제 1 전극 층상에 제 1 전극을 정의하는 제 1 포토레지스트 패턴을 형성

하는 단계; 상기 제 1 포토레지스트 패턴을 식각 마스크로 사용하여 제 1 전극을 형성하는 단계; 상기 제 1 포토레지스트

패턴을 남긴 채, 상기 소스 영역 상에 형성되는 제 1 컨택홀 영역과 드레인 영역 상에 형성되는 제 2 컨택홀 영역을 구비하

는 제 2 포토레지스트 패턴을 상기 제 2 절연층상에 형성하는 단계; 상기 제 2 포토레지스트 패턴을 마스크로 적용하여 소

스 및 드레인영역을 노출시키는 제 1 및 제 2 콘택트 홀을 형성하는 단계; 상기 제 1 포토레지스트 패턴 및 제 2 포토레지

스트 패턴을 동시에 제거하는 단계; 상기 드레인영역 및 제 1 전극과 각각 연결되는 드레인전극과 상기 소스 영역과 연결

되는 소스 전극을 형성하는 단계; 상기 소스 및 드레인전극상에 상기 제 1 전극을 노출시키는 제 3 절연층을 형성하는 단

계; 상기 제 1 전극과 연결되는 유기발광 층을 형성하는 단계; 상기 유기발광 층과 연결되는 제 2 전극 층을 형성하는 단계

를 포함하는 것을 특징으로 한다.

공개특허 10-2006-0091183

- 4 -



또한, 상기 제 1 전극을 형성하는 단계는 상기 제 2 절연층상에 도전성의 제 1 전극층을 도포하는 단계; 상기 제 1 전극 층

상에 제 1 포토레지스트를 도포하는 단계; 상기 제 1 포토레지스트를 노광 및 현상하여 유기전계발광소자의 제 1 전극을

정의하는 제 1 포토레지스트 패턴을 형성하는 단계; 상기 제 1 포토레지스트 패턴을 식각 마스크로 적용하고 상기 제 1 전

극층을 식각하여 제 1 전극을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하며, 상기 제 2 포토레지스트 패턴을 형성하는 단

계는 상기 제 1 포토레지스트 패턴 상에 제 2 포토레지스트를 도포하는 단계; 상기 제 1 포토레지스트를 노광 및 현상하여

상기 제 1 컨택홀 영역 및 제 2 컨택홀 영역을 구비하는 제 2 포토레지스트 패턴을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으

로 한다.

본 발명은 먼저 유기전계발광소자를 형성함에 있어 포토 공정 수를 줄이기 위해 소스 및 드레인전극을 형성하기 전에 유기

전계발광소자의 제 1 전극을 먼저 형성하고, 이어서, 상기 제 1 전극과 액티브 층의 드레인영역과 각각 연결되는 드레인전

극과 소스 전극을 형성하는 한다. 상기 공정순서의 변경을 통해 소스 및 드레인전극을 절연시키는 절연 층 형성공정을 줄

일 수 있다.

또한, 본 발명은 소스 및 드레인전극을 형성하기 전에 제 1 전극을 형성함으로써 상기 제 1 전극 형성시 사용된 제 1 포토

레지스트 패턴을 제거하지 않고 상기 포토레지스트 패턴 위에 소스 및 드레인영역을 노출시키는 컨택홀 형성용 제 2 포토

레지스트 패턴을 형성하며, 상기 제 2 포토레지스트 패턴을 제거할 때 상기 1 포토레지스트도 동시에 제거함으로써 제 1

포토레지스트 패턴을 제거하기 위한 스트립공정을 별도로 진행하지 않는 것을 특징으로 한다.

이하 도 4를 참조하여 본 발명의 유기전계발광표시소자의 구조를 살펴본다.

먼저, 도 4를 참조하면, 유리 등으로 구성되는 기판(400)상에 버퍼 층(401)이 형성되어 있고, 상기 버퍼 층(401)상에 폴리

실리콘으로 구성되는 액티브 층(402)과, 커패시터의 제 1 전극(403)이 형성되어 있다. 상기 액티브 층(402)은 불순물이온

이 도핑 됨으로써 형성되는 소스 및 드레인 영역(402a,402b)을 더 구비하고 있다.

상기 액티브 층(402)상에는 게이트 절연 층으로서 제 1 절연 층(404)이 형성되며, 상기 제 1 절연 층(404)상에 게이트 라

인(405)과 커패시터의 제 2 전극(406)이 각각 형성되어 있다. 상기 제 2 전극(406)은 상기 제 1 절연 층(404)을 사이에 개

재한 채 상기 제 1 전극(403)과 서로 대향 함으로써 커패시터를 구성한다.

또한, 상기 게이트 전극(405) 상에는 층간 절연 층으로써 제 2 절연 층(407)이 형성되어 있고, 상기 제 1 및 제 2 절연 층

(404,407)을 통해 각각 소스 영역(402b) 및 드레인 영역(402a)과 각각 연결되는 소스전극(410) 및 드레인 전극(409)이

상기 제 2 절연 층(407)상에 형성되어 있다. 또한, 상기 소스전극(410)은 연장되어 상기 커패시터의 제 2 전극(406)과 연

결되어 커패시터에 전압을 제공한다.

한편, 상기 제 2 절연 층(407)상에는 유기전계발광표시소자의 양전극 또는 음전극으로 작용하는 제 1 전극(408)이 형성되

어 있고, 상기 제 1 전극(408)은 드레인전극(409)과 직접 연결되어 있다. 상기 제 1 전극(408)은 통상 ITO등의 투명전극

으로 구성될 수 있다.

한편, 상기 소스(410) 및 드레인전극(409)상에는 제 3 절연 층(411)이 형성되어 있고, 상기 제 3 절연 층(411)은 상기 제

1 전극(408)을 노출시킬 수 있도록 일부가 절개되어 있다.

또한, 상기 제 3 절연 층(411)의 절개부를 통해 상기 제 1 전극(408)과 연결되는 유기발광 층(412)이 형성되어 있다. 상기

유기발광 층(412)은 전자 또는 전공의 이동을 원활히 하기 위해 멀티 레이어로 구성될 수 있는데, 상기 멀티 레이어로 구성

될 경우, 상기 유기발광 층(412)은 전자주입 층, 전자수송 층, 발광 층, 전공수송 층 및 전공주입 층이 순차적으로 적층된

멀티 레이어 일수 있다.

또한, 상기 유기발광 층(412)상에는 음전극 또는 양전극(상기 제 1 전극과 더불어 양전극 및 음전극의 한 쌍을 이룬다)일

수 있는 제 2 전극 층(413)이 형성된다. 상기 제 2 전극 층(413)은 기판 전면에 형성될 수 있다.

상기 구조를 가지는 본 발명의 유기 전극 및 소스전극과 절연을 위한 별도의 절연층을 구비하지 않고도 구성될 수 있다는

데 특징이 있다. 상기와 같은 특징으로 인해 본 발명의 유기전계발광표시소자는 그 제조공정이 단순화될 수 있다.

이하 도 5a~5g를 참조하여 본 발명의 유기전계발광표시소자의 제조공정을 살펴본다.
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도 5a를 참조하면, 유리 등의 투명한 기판(400) 실리콘질화막 또는 실리콘산화막으로 구성되는 버퍼 층(401)을 형성한다.

상기 버퍼 층(401)은 PECVD(plasma enhanced chemical vapor deposition) 방법에 의해 기판(400)상에 형성될 수 있

다. 상기 버퍼 층(401)은 가열공정 중에 상기 기판(400) 등에 포함되어 있을 수 있는 불순물 등이 액티브 층으로 확산 되어

액티브 층을 오염시키는 것을 방지한다.

상기 버퍼 층(401)이 형성된 다음, 반도체 층을 PECVD 방법 등에 의해 상기 버퍼 층(401)상에 형성한다. 상기 반도체 층

은 통상 비정질의 실리콘층이 사용될 수 있다.

이어서, 상기 비정질의 실리콘층을 고온가열공정 또는 레이저결정화 방법등에 의해 결정화하는 공정을 실시한다. 통상 비

정질실리콘이 결정화되어 결정질 실리콘이 되면, 그 전기 이동도가 수십 배 내지 수백 배 크기지 때문에 고속동작에 적합

한 소자를 구현할 수 있다. 통상 유기전계발광소자의 경우 빠른 동작구동을 위해 폴리실리콘을 사용한다.

상기 비정질실리콘을 결정화하는 방법으로는 고온의 퍼니스에서 비정질실리콘을 장시간 가열하여 서서히 결정화를 진행

하는 고온가열방법이나, 순간적인 고 에너지를 제공할 수 있는 레이저를 비정질실리콘에 조사하여 순간적인 결정화를 유

도할 수 있는 레이저결정화 방법 등이 사용될 수 있다. 레이저 결정화 방법은 저온에서 결정화를 이룰 수 있고 형성되는 결

정질의 특성이 우수하기 때문에 저온 전이온도를 가지는 유리 등을 기판으로 사용할 경우 적합하다.

비정질실리콘의 결정화가 이루어진 후, 상기 비정질실리콘에 포토 공정을 진행하여 액티브 층(402)과 커패시터의 제 1 전

극(403)을 형성한다. 상기 포토 공정은 상기 결정화된 실리콘층 상에 포토레지스트를 도포하는 단계, 상기 포토레지스트

상에 마스크를 정렬하는 단계, 상기 마스크를 통해 상기 포토레지스트를 노광하는 단계, 상기 노광 된 포토레지스트를 현

상하여 포토레지스트 패턴을 형성하는 단계, 상기 포토레지스트 패턴을 식각 마스크로 사용하여 상기 결정질실리콘을 식

각하여 액티브층 및 커패시터의 제 1 전극을 패터닝하는 단계 및 상기 포토레지스트 패턴을 제거하는 단계를 포함하여 이

루어진다.

상기 결과 형성되는 폴리실리콘의 패턴(액티브 층 및 커패시터의 제 1 전극)은 전기이동도 특성이 우수하기 때문에 커패시

터의 일 전극으로 사용될 수 있다.

이어서, 도 5b를 참조하면, 상기 액티브 층(402) 및 커패시터의 제 1 전극(403)을 덮는 제 1 절연 층(404)을 형성한다. 상

기 제 1 절연 층(404)은 실리콘질화막 또는 실리콘산화막을 PECVD방법에 의해 증착함으로써 형성할 수 있다.

이어서, 상기 제 1 절연 층(404)상에 알루미늄합금 또는 알루미늄합금과 몰리브덴 등의 복층으로 구성될 수 있는 금속 층

을 스퍼터링방법에 의해 형성한 다음, 포토리소그래피 공정을 진행하여 게이트 전극(405) 및 커패시터의 제 2 전극(406)

을 형성한다.

이어서, 상기 게이트 전극(405)을 이온 도핑의 블록킹 마스크로 적용하여 상기 액티브 층(402)에 불순물 이온을 주입함으

로써 소스(402b) 및 드레인 영역(402a)을 형성한다. 형성하고자 하는 박막 트랜지스터의 형에 따라 3족의 불순물을 주입

하여 P형의 TFT를 형성할 수도 있고, 5족의 불순물을 주입하여 N형의 TFT를 형성할 수도 있다.

이어서, 도 5c를 참조하면, 상기 게이트 전극(405) 및 커패시터의 제 2 전극(406) 상에 층간 절연층으로써 제 2 절연 층

(407)을 PECVD 방법 등에 의해 형성한다.

이어서, 상기 제 2 절연 층(407)상에 유기발광소자의 제 1 전극(408)을 형성한다.

상기 제 1 전극(408)은 연결되는 TFT의 형에 따라 양전극 또는 음전극으로 작용할 수 있는데, 통상 음전극으로 투명전극

인 ITO전극이 사용된다.

이하, 일 예로 투명한 음전극을 형성하는 공정을 설명한다.

즉, 상기 제 1 전극(408)은 상기 제 2 절연 층(407)상에 ITO층을 스퍼터링 방법등에 의해 형성하는 단계, 상기 ITO층에

제 1 포토레지스트를 도포하는 단계, 상기 제 1 포토레지스트에 마스크를 정렬하고 노광하는 단계, 상기 노광 된 포토레지

스트를 현상하여 제 1 전극(408)의 패턴을 구비하는 제 1 포토레지스트 패턴(420)을 형성하는 단계 및 상기 제 1 포토레

지스트 패턴(420)을 식각 마스크로 적용하여 상기 ITO층을 식각함으로 제 1 전극(408)을 패터닝하는 단계를 포함하여 이

루어진다.
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이후, 도 5d를 참조하면, 상기 제 1 포토레지스트 패턴(420)을 제거하지 않고, 남겨둔 채, 상기 제 1 포토레지스트 패턴

(420) 및 제 2 절연 층(407)상에 제 2 포토레지스트를 도포한다.

이어서, 상기 제 2 포토레지스트 상에 소스 및 드레인 영역을 노출시키는 콘택트 홀들(414a,414b)의 패턴을 구비하는 마

스크를 정렬하고 상기 제 2 포토레지스트를 노광한다. 이어서, 상기 제 2 포토레지스트를 현상하여 소스 및 드레인 영역을

노출시키는 콘택트 홀들 영역을 정의한다.

이어서, 상기 컨택홀 영역을 구비하는 제 2 포토레지스트 패턴(430)을 식각마스크로 적용하여 소스 영역(402b)을 노출시

키는 제 2 컨택홀(414b)과 드레인영역(402a)을 노출시키는 제 1 컨택홀(414a)을 형성한다.

한편, 상기 제 1,2 컨택홀(414a,414b)이 형성될 때, 커패시터의 제 2 전극(406)을 노출시키는 제 3 컨택홀(414c)도 동시

에 형성된다.

상기 콘택트 홀들이 형성된 다음, 상기 제 2 포토레지스트 패턴(430) 및 제 1 포토레지스트 패턴(420)을 동시에 스트립공

정을 통해 제거한다. 상기 제 1 및 제 2 포토레지스트 패턴은 서로 순차적으로 적층되어 있기 때문에 하번의 스트립공정을

통해 동시에 제거될 수 있어, 본 발명은 포토레지스트의 스트립공정을 단축할 수 있는 장점을 가진다.

이어서, 도 5e를 참조하면, 제 1 및 제 2 포토레지스트 패턴들이 제거된 제 2 절연층(407)상에 도전층을 스퍼터링방법등

에 의해 형성하고, 포토리소그래피 공정을 진행하여 소스전극(410) 및 드레인전극(409)을 형성한다.

이때, 상기 소스 전극(410)은 소스 영역(402b)과 커패시터의 제 2 전극(406)과 각각 연결되고, 상기 드레인전극(409)은

유기발광표시소자의 제 1 전극(408)과 연결된다.

이어서, 도 5f를 참조하면, 상기 소스 및 드레인 전극을 덮는 제 3 절연 층(411)을 형성하고 포토 공정을 진행하여 상기 제

1 전극(408)을 노출시킨다. 이어서, 상기 제 1 전극(408) 상에 유기발광층(412)을 형성한다. 상기 유기발광층은 전자가 이

동하는 전자주입 층, 전자수송 층, 발광 층, 전공수송 층, 전공주입 층이 순차적으로 적층된 멀티 레이어일 수 있다. 상기 전

자주입 층 및 전자수송 층은 전자가 원활하게 이동할 수 있도록 에너지 장벽을 낮추는 역할을 한다. 또한 상기 발광 층에서

는 전자와 전공이 결합하면서 여기자(exciton)를 형성하고 상기 여기자가 낮은 에너지 레벨로 떨어지면서 빛을 발하게 된

다. 상기 과정을 통해 유기발광 층은 자체적으로 빛을 발생시킨다.

이어서, 도 5g에 도시된 바와 같이, 상기 유기발광 층(412)상에 제 2 전극 층(413)을 형성한다. 상기 제 2 전극 층(413)은

제 1 전극(408)과 쌍을 이루며, 양전극 또는 음전극일 수 있다. 즉, 제 1 전극이 음전극일 때 제 2 전극은 양전극으로 작용

한다. 그러므로 제 2 전극은 투명전극 또는 광 투과성을 가진 금속 층을 사용할 수 있다.

상기 공정을 통해 유기전계발광표시소자는 완성되며, 제 1 전극이 소스 및 드레인전극보다 먼저 형성되기 때문에 소스 및

드레인 전극과 제 1 전극을 분리하기 위한 절연 층 형성공정을 줄일 수 있고, 또한 제 1 전극과 소스 및 드레인 영역을 노출

시키는 컨택홀 형성공정에서 두 종류의 포토레지스트 패턴을 한 번의 포토레지스트 스트립 공정을 진행하여 제거할 수 있

어 공정을 단축하는 효과를 얻을 수 있다.

상기에서 살펴본 것은 유기전계발광표시소자의 제조공정을 살펴보았으나, 본 발명의 제조공정의 기술적 사상을 이용하여

액정표시소자의 스위칭 소자를 형성하는 것도 가능하다. 즉, 상기 제조공정에서 제 1 전극은 액정표시소자의 화소 전극으

로 대응될 수 있으므로, 제 1 전극 대신 화소 전극을 형성하는 것으로 공정을 진행하면, 액정표시소자의 스위칭 소자로서

박막 트랜지스터를 제조할 수 있다.

발명의 효과

상기에서 살핀 바와 같이, 본 발명의 유기전계발광표시소자는 종래의 제조공정에 비해 포토레지스트 스트립 공정을 줄일

수 있고, 절연 층 형성공정을 줄일 수 있어 전체적으로 제조공정을 단축하는 효과를 얻을 수 있다. 또한, 본 발명은 유기전

계발광표시소자의 제조공정은 포토레지스트 스트립공정을 줄일 수 있기 때문에 환경오염의 원인이 되는 스트립 액의 사용

을 줄일 수 있어 환경친화적인 표시소자 제조공정을 실현할 수 있다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1.

기판상에 소스 및 드레인 영역을 포함하는 액티브 층을 형성하는 단계;

상기 액티브 층 상에 게이트 전극을 형성하는 단계;

상기 게이트전극상에 층간 절연층을 형성하는 단계;

상기 층간 절연층상에 제 1 전극층을 형성하는 단계;

상기 제 1 전극 층상에 제 1 포토레지스트 패턴을 형성하는 단계;

상기 제 1 포토레지스트 패턴을 식각 마스크로 사용하여 제 1 전극을 형성하는 단계;

상기 제 1 포토레지스트 패턴을 남긴 채, 제 2 포토레지스트 패턴을 상기 제 2 절연층상에 형성하는 단계;

상기 제 2 포토레지스트 패턴을 마스크로 적용하여 소스 및 드레인영역을 노출시키는 제 1 및 제 2 콘택트 홀을 형성하는

단계;

상기 제 1 포토레지스트 패턴 및 제 2 포토레지스트 패턴을 동시에 제거하는 단계;

상기 드레인영역 및 제 1 전극과 각각 연결되는 드레인전극과 상기 소스 영역과 연결되는 소스 전극을 형성하는 단계;

상기 소스 및 드레인 전극과 절연 층을 개재한 채, 상기 제 1 전극과 연결되는 유기발광 층을 형성하는 단계;

상기 유기발광 층과 연결되는 제 2 전극 층을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시소자 제조

방법.

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기 제 1 전극을 형성하는 단계는

상기 층간 절연층상에 도전성의 제 1 전극층을 도포하는 단계;

상기 제 1 전극 층상에 제 1 포토레지스트를 도포하는 단계;

상기 제 1 포토레지스트를 노광 및 현상하여 유기전계발광소자의 제 1 전극을 정의하는 제 1 포토레지스트 패턴을 형성하

는 단계;

상기 제 1 포토레지스트 패턴을 식각 마스크로 적용하고 상기 제 1 전극 층을 식각하여 제 1 전극을 형성하는 단계를 포함

하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시소자 제조방법.

청구항 3.

제 1항에 있어서, 상기 제 2 포토레지스트 패턴을 형성하는 단계는

상기 제 1 포토레지스트 패턴 상에 제 2 포토레지스트를 도포하는 단계;
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상기 제 1 포토레지스트를 노광 및 현상하여 상기 제 1 컨택홀 영역 및 제 2 컨택홀 영역을 구비하는 제 2 포토레지스트 패

턴을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시소자 제조방법.

청구항 4.

제 1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인 영역을 포함하는 액티브 층 및 상기 액티브 층상에 형성되는 게이트 전극을 형성하

는 단계는

기판상에 액티브 층 패턴을 형성하는 단계;

상기 액티브 층상에 게이트 절연 층을 형성하는 단계;

상기 게이트 절연 층상에 게이트 전극을 형성하는 단계;

상기 게이트 전극을 마스크로 적용하여 상기 액티브 층에 불순물 이온을 주입함으로써 소스 및 드레인 영역을 형성하는 단

계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시소자 제조방법.

청구항 5.

제 4항에 있어서, 상기 액티브 층 패턴을 형성하는 단계에서

커패시터의 제 1 전극이 동시에 형성되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시소자 제조방법.

청구항 6.

제 5항에 있어서, 상기 게이트 전극을 형성하는 단계에서

상기 게이트 절연층상에 상기 커패시터의 제 1 전극과 대응되는 커패시터의 제 2 전극이 더 형성되는 것을 특징으로 하는

유기전계발광표시소자 제조방법.

청구항 7.

제 6항에 있어서, 상기 소스 전극이 형성되는 단계에서

상기 소스전극은 상기 커패시터의 제 2 전극과 연결되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시소자 제조방법.
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摘要(译)

本发明涉及有机电致发光显示装置的制造方法。并且在连续形成有源层
和栅电极之后，形成有源电致发光器件的第一电极而不是源电极和漏电
极。用于形成第一电极的第一光致抗蚀剂图案未被剥离并且离开。形成
暴露源区和漏区的第二光致抗蚀剂图案，并且剥离第一和第二光致抗蚀
剂图案，同时缩短有机电致发光显示装置的制造工艺。有机电致发光显
示装置和制造工艺。
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